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１．概要（Summary） 

現行の化学増幅レジストに要求される諸特性に到達可

能な材料と次世代材料として有効な材料を見極める。既

存のシミュレータ及び実材料に特化した新規レジスト開発

支援シミュレータを使用し、レジスト性能の見極め・パラメ

ータ化を実施する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

【実験方法】 

化学増幅型レジストを調整し、2.0 cm 角シリコンウェハ

にスピンコート後、電子線描画装置でパターニングを行っ

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

感度 320～440 μC/cm2の範囲で、シミュレーション解

析用のパターンを作製し、SEM 観察により良好な解析用

画像を得ることができた。（Fig. 1） 
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Fig. 1 SEM images of line-and-space patterns obtained using chemically amplified resist. 
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